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Abstract of FR2689912 

The present invention relates to a method for 
making a unidimensional or bidimensional 
discontinuity lattice, in or at the surface of a 
crystalline substrate. The method according to 
the invention comprises the utilization or creation 
of areas favorable to the development of sources 
of dislocations in or at the surface of a substrate, 
and the activation of shear systems by subjecting 
the substrate to stress fields. When one or two 
stress fields are applied, a unidimensional or, 
respectively, bidimensional discontinuity lattice is 
achieved. Lattices are obtained wherein each 
element (lines or boxes) has either two or three 
dimensions of the order or the nanometre. The 
discontinuity lettices obtained may be used as 
active areas for microelectonic components, or 
as a support for the controlled growth of materials 
designed to provide quantum lines or boxes, for 
example. 
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(54) Proc6de de realisation d'un reseau de dlscontinuites a une ou deux dimensions a la surface d'un substrat 
cristallin ou dans une structure complexe comportant un tel substrat 



\S7) La presente invention concerne un precede de realisa- 
tion d'un reseau de discontinuites, a une ou deux dimen- 
sions, dans ou a la surface d'un substrat cristallin. Le pro- 
cede selon ('invention consiste a utiliser ou creer des zones 
favorables au developpement de sources de dislocations 
dans ou a la surface d'un substrat, puis a actrver des syste- 
mes de cisaiilement en soumettant !e substrat a des 
champs de contraintes. Lorsqu'un ou deux champs de 
contraintes sont appliques, on realise respectivement un 
reseau de discontinuites a une ou deux dimensions. On ob- 
tient ainsi des reseaux dont chaque element (tils ou boTtes) 
a soit deux, soit trois dimensions de I'ordre du nanometre. 
Les reseaux de discontinuites obtenus peuvent servir de 
zones actives pour des composants micro-electron iques, 
ou servir de support pour la croissance contrdlee de mate- 
riaux destines a realiser des fils ou des boTtes quantiques 
par exemple. 




K-16 



^15 



Hill 


llll 


Ill 


Illlllllll 


llll 



2689912 




